
Fig. 1 Im[J] spectra at different applied 
bias voltages of a BHJ OPV. 

Fig. 2 Electron and hole mobilities and 
power conversion efficiency at different 
P3HT contents of BHJ OPVs. 
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はじめに 有機薄膜太陽電池(OPV)における

電子・正孔移動度バランスの良否により電

力変換効率は大きく変化する[1]ため、OPV

の移動度に関する知見は重要である。これ

まで、我々は変調光電流(MPC)[2]法を用い

ることで、実際に動作している OPV の電

子・正孔移動度を同時評価できることを報

告した[3]。本研究では、バルクへテロ接合

(BHJ) 層の組成を変化させたOPVにおいて、

MPC 法を用いて電子・正孔移動度を評価し、

OPV の移動度バランスと電力変換効率の関

係について議論した。 

実験  poly(3-hexylthiophene) (P3HT)と [6,6]-
phenyl-C61-butyric acid methyl ester (PCBM)を
用いた BHJ OPV を作製した。測定試料の構
造は ITO/ZnO/BHJ(200 nm) /MoO3/Al であり、
BHJ 層の組成は P3HT と PCBM の重量比に
よって変化させた。MPC 法には正弦波変調
した青色 LED を用い、信号の検出にはロッ
クインアンプ(Zurich Instruments, MFLI 5M-
H)を用いた。 
結果及び考察  BHJ 層の組成が 70 wt% 
P3HT:PCBM OPV の変調光電流の虚数成分
Im[J]の周波数特性を Fig. 1 に示す。Im[J]ス
ペクトルにピークが 2 つ観測された。ピー
ク周波数 fmaxから、=L2fmax/Vにより電子・
正孔移動度e、hを決定した。P3HT の重量
比に対して、MPC 法より決定した室温にお
ける電子・正孔移動度と電力変換効率をFig. 
2 に示す。P3HT の増加に伴い正孔移動度が
増大し、電子移動度は減少した。電子・正孔
移動度がバランスしている(eh)ほど電力
変換効率が向上していることが分かる。こ
れは、文献[1]のシミュレーション結果と一
致した。 
 当日は MPC 法から決定した電子・正孔移
動度が曲線因子に与える影響についても議

論する。 
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